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Be schre ibung 

Elektronisches Bauteil mit einem Halbleiter-Chip und Verfah- 
ren zur Herstellung desselben 

Die Erf indung betrifft ein elektronisches Bauteil mit einem 
Halbleiterchip, bei dem die Riickseite und die Randseitenbe- 
reiche des Halbleiterchips Gehauseaufienseiten bilden entspre- 
chend den unabhangigen Anspruchen. 


Elektronische Bauteile, deren GehaueeauEenseiten teilweise 
aus den Oberflachen eines Halbleiterchips gebildet Bind, sind 
erhohter Bruchgefahr ausgesetzt, insbesondere bei Transport 
und Weiterverarbeitung. Femer sind diese sogenannten CSP- 

15 . Gehause . (Chip Size Packages) bei Funkt ionsprQf ungen in ent- 

sprechenden Prvlf anlagen erhohter Bruchgefahr ausgesetzt. Bei- 
spielsweise geschieht der Vorgang des Einfuhrens in eine MeS- 
fassung je nach Produkt zum Prufen des elektronischen Bau- 
teiis bis zu zehn mal. Dabei kann es haufig zur Beruhrung der 

20 Kant en und Randseitenbereiche mit Ftthrungen und Sockeln der 
Testapparatur komraen. Diese Bertihrungen fiihren zu Ausbrtichen 
des kristallinen Halbleitermaterials der Chips, was wiederum 
zu Ausschuss fuhrt. Der Verlust im Bereich der Prilftechnik 
durch diese Kanten und Seitenberiihrungen liegt bei bis zu 3%. 


Aufgabe der Erf indung ist es, den Ausschuss bzw. den Verlust 
bei einem Prufen und bei einem Weiterverarbeiten von derarti- 
gen elektronischen Bauteilen mit Halbleiterchips zu vermin - 
dern, 

Diese Aufgabe wird durch. den Gegenstand der unabhangigen An- 
eprttche gel6st, Vorteilhafte Weiterbildungen der Erf indung 
ergeben sich aus den Unteranspriichen . 
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Erf indungsgemafc wird ein elektronisches Bauteil mit einem 
Halbleiterchip angegeben, der eine aktive Oberseite mit inte- 
grierten Schaltungen und eine passive Rdckseite aufweist. Die 
5 Ruckseite und Randseitenbereiche des Halbleiterchips bilden 
gleichzeitig GeMiiseaufienseiten, wobei mindestens die Eck- 
und Kantenbereiche der Ruckseite und die Randseitenbereiche 
des Halbleiterchips eine Kunststof f beschichtung mit einer 
Dicke im Mikrometerbereich aufweisen. Der Mikrometerbereich 
10 in Bezug auf die Dicke der Kunststof f beschichtung betrifft 
Dicken unter 15 ^m, vorzugsweise Dicken zwischen 0,5 ^m und 
'50 ^im . 

Eine derart dunne Kunststof f beschichtung im Mikrometerbereich 

15 passt sich selbst bei extremer thermischer Belastung durch 

ihre Mikrof lieiSprozesse an die thermisch bedingten Ausdehnun- 
gen des Halbleiterchips an. Ferner entstehen aufgrund vpn Mi~ 
krof 1 iefiprozessen der diinnen Kunststof fbeschichtung keine 
Einkerbungen oder Risse in einer derartigen Schutzschicht fur 

20 die Ecken-, Kanten- und Render be re iche eines Halbleiterchips. 
Es werden vielmehr Mikrorisse im Halbleitermaterial im Rand- 
bereich der Halbleiterchips adhesiv verklebt. Ferner werden 
Spannungsspitzen, die bei dem Trennverf ahren eines Halblei- 
terwafers zu Halbleiterchips in Ecken, Kanten und Randberei- 

25 chen eingebracht werden, durch die Beschichtung im Mikrome- 
terbereich abgebaut. Dicke Beschichtungen uber den genannten 
Mikrometerbereich hinaus konnen diese Ausgleichsfunktion 
nicht leisten, so dass derart ige Kunststof f beschichtungen als 
Kantenschutz der Gefahr unterliegen, von dem Halbleitermate- 

30 rial abzuplatzen, so dass gr6Sere und technisch aufwendige 

Verf ahren vorzusehen sind, urn das Anhaften von dicken Kunst- 
stof fbeschichtungen als Kantenschutz im Randbereich von Halb- 
leiterchips zu gew<ihr leisten. 
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In einer Ausfuhrungsform der Erfindung ist die Ruckseite des 
Halbleiterchips vollst&ndig mit der Kunststof fbeschichtung 
abgedeckt. Diese Ausf uhrungsf orm hat den Vorteil, dass die 
5 Kunststof fbeschichtung relativ kostengunstig auf der Rucksei- 
te eines Halbleiterchips angeordnet werden kann, da keinerlei 
Strukturen auf der Ruckseite des Halbleiterchips bei dieser 
Xusfuhrungsform freizuhalten sind- 

10 Eine weitere Ausf uhrungsf ortn der Erfindung sieht vor, dass 
die Kunststof fbeschichtung im erweichten oder geschmolzenen 
Zustand Oberflachen anderer fester Kunststof fmaterialien 
nicht benetzt und Oberflachen von Halbleitermaterialien be- 
netzt, Ein derartiges Material der Kunststof fbeschichtung hat 

15 den Vorteil, dass die gesamte Ruckseite des Halbleiterchips, 
die keinerlei feste Kunststof f telle aufweist, durch die 
Kunststof fbeschichtung auch im erweichten und geschmolzenen 
Zustand benetzbar ist, Ferner konnen die Randseitenbereiche 
eines Halbleiterchips, die nach dem Sagen ebenf alls lediglich 

20 Oberflachen von Halbleitermaterialien aufweisen, abdeckend 

durch das Material der Kunststof fbeschichtung , im gisschmolze- 
nen oder erweichten Zustand benetzt werden. Die Strukturen 
auf der aktiven Oberseite des Chips, die im wesentlichen fe- 
sten Kunststof fmaterialien mit metallischen Leiterbahnen und 

25 Aufienkontaktelementen aufweisen, bleiben von dem Material der 
Kunststof fbeschichtung im erweichten und geschmolzenen Zu- 
stand f rei - ' 

Bei einer weiteren bevorzugten Ausfiihrungsf orm der Erfindung 
30 ist die Kunststof fbeschichtung im erweichten oder geschmolze- 
nen Zustand gegenuber Halbleiteroberf l&chen adhesiv. Mit die- 
ser Eigenschaft der Kunststof fbeschichtung wird sicherge- 
- stellt, dass die Halbleiteroberf lachen intensiv von der 
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Kunststof fbeschichtung im erweichten oder geschmolzenen Zu- 
stand benet2t und Mikrorissbildungen im Randbereich des Halb- 
leiterchips verklebt werden. 

5 Eine weitere Ausf uhrungsf orm der Erfindung sieht vor, dass 
die Kunststof fbeschichtung ein Polymer oder Co-Polymer auf- 
weist. Derartige Polymere oder Co-Polymere k6nnen Thermopla- 
ate bilden, die bei Erwarraung schmelzen und sich bei Abkuh- 
lung sich verfestigen. Teilweise wird die Viskosit&t derarti- 
10 ger Polymere oder Co-Polymere derart herabgesetzt , dass sie 
Halbleiteroberf lachen hervorragend hauchdunn im Submikrome- 
terbereich benetzen kpnnen. 

Eine weitere Ausf uhrungsf orm der Erfindung sieht vor, dass 
15 die Kunststof fbeschichtung Kolophonium, disproportioniertes 
Kolophonium oder verestertes Kolophonium auf weist . Kunst- 
stof fbeschichtungen, die ein derartiges Material aufweisen, 
sind aufierst preiswert und damit kostengunstig auf die Ober- 
f lachen der Halbleiterchips aufbringbar. 

20 

In einer weiteren Ausf uhrungsf orm der Erfindung ist es vorge- 
sehen, dass die Kunstetof f beschichtung ein Phtalatharz, vor- 
- zugsweiee ein Dimethylglykolphtalat auf weist . Derartige Phta- 
latharze erweichen und schmelzen bei Temperaturen unter 100 °C 

25 und benetzen Halbleitermaterialien, insbeaondere Silicium, 
■^m~' v611ig gleichmafiig und zeigen auf festen Kunststof f f lachen 

eine im Vergleich zu Halbleiteroberf lichen verminderte Benet- 
zungsf ahigkeit und verringerte Adhesion, Diese Kunststof fbe- 
schichtungen haben deshalb deii Vorteil, dass sie selektiv nur 

30 . diejenigen Oberf lachen des Halbleiterchips benetzen, die als 
Gehauseaufienseiten vorgesehen sind und deshalb bei dem 
Prufverf ahren erhohten Belastungen ausgesetzt sind. 


i 


Datum 24.01.01 12:31 FAXG3 Nr: 353495 von NVS:FAXG3.I0.01 01/008933995599 (Seite 6 von 26) 


24/01/2001 12:32 


+49-89, 



90 


PATENTANWALT 


FIN 128 P/200013272 


e» ». o o o 


s. 


07 


Eine weitere Aueftthrungsf orm der Erf indung sieht vor* dass 
die Kunstetof f beschichtung Farbpigmente auf weist. Mit derar- 
tigen Farbpigmehten kann der Halbleiterchip gleichzeitig mit 
dem Aufbringen der Kunststof f beschichtung beschriftet und 
.5 markiert werden. 

Eine weitere Ausf uhrungsf orm der Erfindung sieht vor, dass 
der Halbleiterchip Silicium auf weist. Silicium ist ein weit- 
verbreiteter Grundstoff ftir Halbleiterstrukturen und wird 

10 insbesondere bei grofcen Speicherchips und Logikchips einge- 
setzt. Die Harte und Festigkeit sowie die Oxidationsbestan- 
d-igkeit erm6gl±chen. dass die Siliciumoberf lache unmittelbar 
als Gehauseaufienf lache eingesetzt wird. Damit ist es moglich, 
lediglich die Chipkanten, -ecken und -randbereiche zu schut- 

15 zen und den groSten Teil der Halbleiterchip-Ruckseite freizu- 
lassen., 

Bei einer weiteren Ausf uhrungsf orm der Erfindung weist der 
Halbleiterchip eine Kristallorientierung < 100 > auf, da die- 
20 se Kristallorientierung Mikrorisse in einem rechten Winkel 
. zulSsst, aber Mikrorisse in den Obrigen anderen Winkeln wei- 
testgehend unterdrttckt. Die Eigenschaft dieser speziellen 
Kristallorientierung unterstiitzt Trennfugen in rechten win- 
keln zueinander und unterdruckt Mikrorisse unter beliebigen 
25 Winkeln in das aktive Chipvolumen hinein. 


4 


Ein Verfahren zur Herstellung eines elektronischen Bauteils 
mit einem Halbleiterchip, mit einer Ruckseite und Randseiten- 
bereiche des Halbleiterchips als Gehauseaufienseiten, weist 
30 f olgende Verf ahrensschritte auf : 

a) Aufbringen einer Kunststof f beschichtung auf eine Ruck- 
seite eines Halbleiterwaf ers fur mehrere Halbleiterchips 
in einer Dicke im Mikrometerbereich unmittelbar yor- dem 
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Tremxen des Halbleiterwaf ers in einzelne Halbleiter- 
chips, 

b) Erweichen und/oder Schmelzen der Kunststof f beschichtung 
unter thermischer Behandlung der getrennten Halbleiter- 

5 chips, 

c) Benetzen von Eck- und Kantenbereichen sowie der Randeei- 
tenbereiche des Halbleiterchips durch die Kunststoff be- 
schichtung von der Ruckseite des Halbleiterchips aus, 

d) Fertigstellen des Halbleiterchips zu einem verpackten 
10. elektronischen Bauteil , wobei die Ruckseite und die 

Randseitenbereiche des Halbleiterchipe Aufeenflachen ei- 
nes Gehauses bilden. 

Ein derartiges Verfahren hat den Vorteil, dass fur mehrere 
15 Halbleiterchips gleichzeitig ein Schutz der Ruckseite und der 
Randseitenbereiche durch eine Kunststoff beschichtung in einer 
Dicke im Mikrometerbereich hergestellt werden kann, ohne teu- 
re Verfahrensschritte bei der Hers tel lung von elektronischen 
Bauteilen einzufuhren. Eine flachenhafte und auch eine selek- 
20 tive Beschichtung von Halbleiterwaf ern konnen relativ preis- 
wert durchgefuhrt werden, Dazu muss lediglich der Kunststoff 
fur die Kunststoff beschichtung in flussiger Form auf die ge- 
samte Ruckseitenf lache eines Halbleiterchips oder selektiy 
durch eine Maske oder ein Sieb aufgebracht werden. Nach dem 
25 Feetwerden dieser Kunststoff beschichtung kann der Halbleiter-. 
wafer mit Halbleitertechnologie weiterbehandelt werden. 

Bei einem Durchf uhrungsbei spiel des Verfahrens wird die 
Kunststof fbeschichtung auf die Ruckseite des Halbleiterwaf ers 
30 selektiv aufgebracht, d.h. nur in Bereichen, in denen eine 
Kunststof f beschichtung erforderlich ist, die sich uber die 
Eck- und Kantenbereiche auf die Randseitenbereiche eines 
Halbleiterchips verteilen soli. Dazu werden mindes tens die 
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Positionen aller Trennfugen fur die Halbleiterchips in einer 
vorbestimmten Breite auf der Rtickseite des Halbleiterwaf ers 
tiberdecfct. Die Breite der selektiven Kunststof fbeschichtung 
auf den Trennfugen fur die Halbleiterchips entspricht minde- 
5 stens dem Zweifachen der Breite der Trennfugen. Das hat den 
Vorteil, class auf der Rttckseite des Halbleiterwaf ers eine re- 
lativ grobe Ausrichtung des Musters der selektiven Kunst- 
stof fbeschichtung zugelassen werden kann und nicht diePrazi-. 
sibn aufweisen muss, wie sie fttr das Trennen der Halbleiter- 

10 chips erf orderlich ist. Je breiter die Streifen der Kunst-' 

stof fbeschichtung auf der Rftckseite des Halbleiterchips sind, 
urn so grofizQgiger kann mit der Ausrichtung der Rxickseite in 
Bezug auf die Trennfugen verfahren werden, was den Justage- 
schritt urid auch die Justagevorrichtung, die dafftr er f order - 

15 lich wird, erheblich verbilligt. 

Bin weiteres Durchf iihrungsbeispiel des Verfahrens sieht vor, 
dass das Aufbringen der Kunst stof fbeschichtung auf den Halb- 
" leiterwafer mittels einer Drucktechnik vorzugsweise einer 

20 Siebdrucktechnik erfolgt. Mit einer derartigen Drucktechnik 

kann preiswert eine selektive Kunststof fbeschichtung erreicht 
werden, da das Einbringen Oder Aufbringen der Kunst stof fbe- 
schichtung auf die Rxickseite des Halbleiterwaf ers nur dort 
erfolgt, wo die Druckvorlage Oder Druckmatrize dieses vor- 

25 sieht, 

Bei einem weiteren Durchf uhrungsbei spiel des Verfahrens er- 
folgt das Aufbringen der Kunst stof fbeschichtung auf den Halb- 
leiterwaf er mittels einer Sprfthtechnik. Erfolgt diese 
30 SprCihtechnik durch eines Maske, kann auch hier auf relativ 
einfache Weise ein selektives Aufbringen realisi^rt werden, 
Jedoch hat die SprChtechnik dann besondere Vorteile, wenn die 
Rttckseite des Halbleiterwaf ers vollstandig gleichmaSig mit 
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einer hauchdunnen im Submikrometerbereich liegenden Kunst- 
stoff beschichtung zu versehen ist . 

Eine gleichmafiige Beschichtung der Rttckseite des Halbleiter- 
wafers kann in einem weiteren Durchfuhrungsbei spiel des Ver- 
fahrens mittels Schleudertechnik erfolgen. Das Schleudertech- 
nikverfahren hat den Vorteil, daes auSerst dunne Kunststoff - 
beschichtungen teilweise im Submikrometerbereich, d.h. unter 
1 |xm, unter gleichma£iger Dicke herstellbar sind. 


Bei einem weiteren Durchfuhrungsbei spiel des Verfahrens er- 
folgt die Kunststoff beschichtung auf der Rtickseite des Halb- 
leiterwafers mittels einer Tauchtechnik . Bei einer Tauchtech- 
nik werden Dicken erreicht, die im oberen Bereich des Mikro- 

15 meterbereichs liegen, also im Bereich zwischen 5 und 50 p.m. 
Die Tauchtechnik hat den Vorteil, dass eine groSe Anzahl von 
Wafern gleichzeitig unter Einsatz eines entsprechenden Ge- 
stells in ein Kunststoff schmelzbad eingetaucht werden kdnnen, 
und ist deshalb beeonders kostengunstig und fur eine Maesen- 

20 fertigung geeignet. 

Ein weiteres Durchf uhrungsbei spiel des Verfahrens sieht vor, 
dass das Erweichen und/oder Schmelzen der Kunststoff beschich- 
tung und das Benetzen der Eck- und Kantenbereiche sowie der 

25 Randseitenbereiche des Halbleiterchips gleichzeitig mit einem 
der thermischen Behandlungsschritte bei der Verpackung des 
Halbleiterchips erf olgt . Derartige Verpackungsschritte sind 
beispielsweise der "Ref low" -prozess, bei dem L6th6cker auf 
einer Umverdrahtungsf olie angeschmolzen werden. Mit einer 

30 derartigen Kombination zwischen Herstellungsschritten beim 
Verpacken des Halbleiterchips und dem Benetzungsschritt far 
die Eck- und Kantenbereiche sowie die Randseitenbereiche des 
Halbleiterchips kann das Aufbringen der Kunststof fbeschich- 
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tung zum Schutz der Eck- und Kantenbereiche, auf der Rucksei-. 
te des Halbleiterchips als auch dem Schutz der Randseitenbe- 
reiche des Halbleiterchips verbilligt werden. 

5 Mit dieser Erfindung wird in einfacher Art und Weise ein 
■ Schutz auf der Ruckseite und der durch den SSgeprdzess ent- 
standenen Chipkanten hergestellt. Dieser Schutz besteht im 
wesentlichen aus einer dtinnen Schicht, welche elastisch genug 
ist, urn harte St6£e gegen die Chipkante abzufangen. Diese 

10 dunne Schicht kann durch Beschichten der Ruckseite des Chips 
und der Chipkanten in zwei Schritten erfolgen. Zun^chst wird 
das. Schutzmaterial auf der Rttckeeite jedes Chips und zwar be- 
vorzugt noch auf dem Waferlevel aufgebracht, wobei in einer 
Aus fChrungs form der Erf indung nur die Bereiche in mindestens 

15 zweifacher Breite der gespiegelten Sigetraeeenstruktur auf 
der Ruckseite des Chips aufgebracht werden. 

Dieses Auf bringen kahn in einer Aus fuhrungs form der Erfindung 
durch Drucken erfolgen. Danach wird in einem zweiten Schritt, 
. 20 der nach dem S&gen erfolgt, eine Energiezufuhr zum Aufschmel- 
zen des Schutzmaterials vorgesehen, Dabei verlauft das 
Schutzmaterial uber die Chipkanten aufgrund der Benetzungsei- 
genschaften des auf geschmolzenen Schutzmaterials.. Somit las- 
sen sich durch beherrschbare Prozessschritte geschutzte Ober- 
; 25 f lachen von Halbleiterkristallen herstellen. Dieser Vorgang 
~ . kann geeteuert werden, indem gezielt Materialien verwendet 

werden, welche vorwiegend die nackten Kristalloberf lachen be- 
netzen, jedoch an den feat en Polymer-Oberf lachen stoppen, die 
fdr die Chipoberseite vorgesehen sind. Somit wird die Chipo- 
30 berseite nicht durch die Benetzung mit der Kunststof f be- 
schichtung in Mitleidenschaf t gezogen. 
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Die Erfindung wird nun anhand von Ausfuhrungsf orraen mit Bezug 
auf die anliegenden Zeichnungen n^her erlautert . 

Figur 1 zeigt schematisch in perspektivischer Ansicht einen 
5 Ausachnitt eines Halbleiterwaf ers einer ersten Aus- 

f uhrungsforra der Erfindung, 
Figur 2 zeigt schematisch eine perspektivische Aneicht ei- 
nes quergeschnittenes Halbleiterchips einer ersten 
Ausfuhrungefortn der Erfindung, 
10 Figur 3 zeigt schematisch eine perspektivische Aneicht ei- 
nes Ausschnitts eines Halbleiterwaf ers einer zwei- 
ten Ausfuhrungeform der Erfindung, 
Figur 4 zeigt schematisch eine perspektivische Ansicht ei- 
. . nes quergeschnittenen Halbleiterchips der zweiten 

15 Aus runnings form der Erfindung* 

Figur 1 zeigt schematisch in perspektivischer Ansicht einen 
Ausschnitt eines Halbleiterwaf ers 14 einer ersten Ausfuh- 
rungsform der Erfindung. In Figur 1 kennzeichnet das Bezugs- 

20 zeichen 2 Halbleiterchips eines Halbleiterwaf ers 14, das Be- 
zugszeichen 3 bezeichnet eine aktive Oberseite des Halblei- 
terchips 2, das Bezugszeichen 4 kennzeichnet die Lage inte- 
. grierter Schaltungen in der N&he der aktiven Oberseite 3 des 
Halbleiterchips 2 # das Bezugszeichen 5 kennzeichnet eine pas- 

25 sive Ruckseite des jeweiligen Halbleiterchips . 2 , das Bezugs- 
zeichen 10 kennzeichnet eine Kunststof f beschichtung auf dem 
Halbleiterwaf er 14. 

Figur 1 zeigt einen Ausschnitt eines Halbleiterwaf ers 14 mit 
30 neuen Halbleiterchips, wobei die durchgezogenen Linien auf 

der Oberflache der Kunststof f beschichtung 10 die Position und 
Lage der Trennfugen fur die einzelnen Halbleiterchips 2 zei- 
gen sollen. Da das Trennen selbst von der aktiven Oberseite 3„ 
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des Halbleiterwafers 14 aus erfolgt, kann das Sageblatt* exakt 
entlang der vorgesebenen Sagetraesen bzw. der Trennfugen. 16 
gefuhrt werden. Automat isch wird damit auch die geschlossene 
Kunststof fbeschichtung 10 des Halbleiterwaf ers in einzelne 
5 Bereiche entlang der Trennfugen 16 aufgeteilt. 

Ein derartiger aus einem Halbleiterwafer 14 herausgetrennter 
Halbleiterchip 2 ware durch die Kunststof fbeschichtung 10 nur 
auf seiner Ruckseite 5 vor Beschadigungen geschutzt, Deshalb 

10 wird nach dem Vereinzelnen des Halbleiterwaf ers 14 zu einzel- 
nen Halbleiterchips 2 in einer thermischen Behandlung die ge- 
i jfv schlossene Kunstatof fbeschichtung 10 auf der Ruckseite des 

™ Halbleiterchips 2 geechmolzen und aufgrund ihrer Benetzungs- 

fahigkeit von Halbleitermaterialien benetzt die geschmolzene 

15 Masse der Kunststof fbeschichtung 10 auch die Kanten- und Ek- 
ken- sowie die Randseitenbereiche des Halbleiterchips 2. Die- 
ser thermische Schritt kann mit einem thermischen Schritt, 
der in der weiteren Verpackung des elektronischen Bauteils 
erforderlich wird, kombiniert werden. 

20 

Figur 2 zeigt schematisch eine perspektivische Ansicht eines 
quergeschnittenen Halbleiterchips 2 einer ersten Ausfuhrungs- 
form der Erfindung. Komponenten, die gleiche Funktionen wie 
in Figur 1 erfiillen, werden mit gleichen Bezugszeichen ge- 

25 kennzeichnet. Eine Erlauterung dieser Komponenten wird wegge- 
lassen. Das Bezugszeichen 6 bezeichnet Randseitenbereiche des 
Halbleiterchips 2 und das Bezugszeichen 7 bezeichnet Gehause- 
auSenseiten des elektronischen Bauteils 1. Die Bezugszeichen 
8 bezeichnen Eckbereiche und die Bezugszeichen 9 bezeichnen 

30 Kantenbereiche des elektronischen Bauteils 1. Das Bezugszei- 
chen 11 kennzeichnet ein anderes Kunststof f material ale das 
Kunststof f material der Kunststof fbeschichtung 10. Dieses an- 
dere Kunststof f material 11 ist auf der aktiven Oberflache 3 
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des Halbleiterchips als Umverdrahtungsf olie 21 eingesetzt. 
Die Umverdrahtungsf olie 21 weist neben einer Kunststof f iso- 
lierfolie eine etrukturierte Metallkaschierung auf, welche 
die Kontaktflachen 17 des Halbleiterchips mit den Aussenkon- 
taktelementen 18 verbindet Die nicht von AuSenkontaktelemen- 
ten belegte Metallkaschierung der Umverdrahtungsf olie 21 ist 
durch eine Lotstopplackschicht 20 geschiitzt. Die Aussenkon- 
taktelemente 18 sind in dieser Ausf tthrungsf orm der Erf indung 
Lotballe, die ein unmittelbares Verbinden der integrierten 
Schaltungen 4 des integrierten Halbleiterchips 2 mit einer 
Leiterplatte oder einem Keramikmodul ermoglichen. 

Auf grund der Kunststof fbeschichtung in einer Dicke im Mikro- 
meter- und Submikrometerbereich entspricht die GroSe des 
elektroniechen Bauteils im wesentlichen der Gr6£e des Halb- 
leiterchips, wobei das elektronische Bauteil nur um wenige 
Mikrometer oder um Bruchteile eines Mikrometers grofcer- ist 
ala das ursprungliche Haibleiterchip . Dennoch ist das elek- 
tronische Bauteil 1 aufgrund der mikroskopisch diinnen Kunst- 
stof fbeschichtung vor Beschadigungen geschtttzt, so dass die 
Verlustrate beim Testen und be i der Weiterverarbeitung we- 
sentlich reduziert werden kann. 

Pigur 3 zeigt schematisch in perspektivischer Ansicht einen 
Ausschnitt eines Halbleiterwaf ers 14 einer zweiten Ausfflh- - 
rungsform der Erf indung. Komponenten der Figur 3 mit gleichen 
Punktionen wie Komponenten der Pigur 1 oder der Figur 2 wer- 
den mit gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet und eine Erlau- 
terung dieser Komponenten wird weggelassen. 

" . x 
Die zweite Ausfiihrungsf orm des Halbleiterwaf ers unterscheidet 
sich von der ersten Ausfiihrungsf orm der Figur l dadurch, dass 
die Kunststof fbeschichtung 10 selektiv aufgebracht wurde und 
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nur noch in den Poaitionen der Trennfugen 16 auf der Riicksei- 
te 5 dee Halbleiterwaf ers 14 aufgetragen ist. Dieser selekti- 
ve Auf trag kann mit Hilf e eines Siebdruckverf ahren oder eines 
Spruhens der kunststoff beschichtung durch eine Maske erfol- 
5 gen. Nach dem Trennen des Halbleiterwaf ers 14 in einzelne 

Halbleiterchips 2 verlauft die Kunststoff beschichtung mittels 
einer thermischen Behandlung entlang der Eck- und Kantenbe- 
reiche an den Randseitenbereichen des Halbleiterchips herun- 
ter und schtttzt diese mit einer mikroskopisch diinnen Kunst- 
10 stoff beschichtung. 

Figur 4 zeigt echematiech eine perspektivische Ansicht eines 
qpiergeschnittenen Halbleiterchips gemafc einer zweiten Ausfuh- 
rungsform der Erfindung. Komponenten der Figur 4, die gleiche 
15 S Funktionen wie in den Figuren 1 bis 3 erfullen, sind mit 

gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet und werden nicht naher 
erlautert. 

Bei der Ausfflhrungsform der Erfindung, wie sie Figur 4 zeigt, 
20, wird die Ruckseite des Halbleiterchips gr6£tenteils freige- 
lassen und weist keine Kunetstoff beschichtung auf. Die Ober- 
flache der Rttckseite des Halbleiterchips bildet unmittelbar 
eine Gehauseaufienseite. Eine unmittelbare Verwendung der un- 
geech^tzten Rflckseite eines Halbleiterwaf ers als Gehauseau- 
25 fienseite fur Halbleitermaterialien, die oxidations- und kor- 
rosionsbestandig sind, ist moglich. Zu diesen Halbleitermate- 
rialien geh<5rt Silicium, das in feuchter und oxidierender At- 
mosphere eine undurchdringliche gut haftende Siliciumdioxyd- 
Schutzschicht bildet. 


In der Ausf uhrungsf orm, wie sie Figur 4 zeigt, werden ledig- 
lich die Eckbereiche 8, die Kantenbereiche 9 und die Randsei- 
tenbereiche 6 des Halbleiterchips mit einer Kunststof f be- 


15 
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schichtung versehen. Dazu echmelzen die in Figur 3 gezeigten 
Kunststoffstege 19 der Kunststpf f beschichtung 10 durch eine 
thermische Behandlung. Die Eckbereiche 8, die Kantenbereiche 
9 und die Randeeitenbereiche 6 des Halbleiterchips werden be- 
5 netzt und damit nach dem Erstarren der Kunststof f schicht ge- 
schutzt. Bei geeigneter Auswahl des Materials der Kunststoff- 
beschichtung 10 werden lediglich Halbleiteroberf lachen des 
Halbleiterchips 2 von dem geschmolzenen Kunststof f material 
benetzt, wahrend das feste Kunststof f material 11, das die ak- 

10 tive Oberseite 3 des Halbleiterchips .2 abdeckt, weniger oder 
gar nicht von dem Kunststof fmaterial der Kunststof fbeschich- 
tung benetzt wird. Damit bleibt das Kunststof fmaterial bei- 
spielsweise einer Utnverdrahtungsf olie 21 auf der aktiven 
Oberseite 3 des Halbleiterchips 2 frei von jeder zus&tzlichen 

15 Kunststof f beschichtung. Auch die Punktion der Aufcenkontakte- 
lemente 18 wird somit bei dem Vorgang des Benetzens und 
Schutzens der Randeeitenbereiche des Halbleiterchips 2 nicht 
beeintr&chtigt - 
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Bezugszeiclxenliete 


1 elektroniechee Bauteil 

2 Halbleiterchip 

3 aktive Oberseite 

4 integrierte Schaltung 

5 passive Rftckeeite 

6 Randeeiten 

7 Gehauseaufienseiten 

8 Eckbereiche 

9 Kantenbereiche 

1G Kunststcf f bescfrichtuny 

11 anderes Kunststoff material 

12 Halbleitermaterial 

13 Halbleiteroberf lache 

14 Halbleiterwafer* 
IB Gehause 

16 Trennfugen 

17 Kontaktf lachen 

18 Aussenkontaktelemente 
19. Kunstatoffstege 

20 Lotstopplackschicht 

21 Umverdrahtungef olie 
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Patentanspruche 

1. Elektronisches Bauteil mit einem Halbleiterchip (2) , der 
eine aktive Oberseite (3) mit integrierten Schaltungen 

5 (4) und eine passive Rttckseite (5) aufweist, wobei die 

Ruckseite (5) und Randseitenbereiche (6) des Halbleiter- 
chips (2) Gehauseaufieneeiten (7) sind und mindestens 
Eck- (8) und Kantenbereiche (9) der Rttckeeite (5) und 
die Randseitenbereiche (6) des Halbleiterchips (2) eine 
10 Kunststof fbeschichtung (10) mit einer Dicke im Mikrome- 

terbereich aufweisen. 

2. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 1, 
■ dadurch ■ gekennzeichnet i d a £ 

15 die Ruckseite <5) des Halbleiterchips (2) vollstandig 

mit der Kunststof fbeschichtung (10) abgedeckt ist. 

3. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, dafi 

20 die Kunststof fbeschichtung (10) im erweichten oder ge- 

schmolzenen Zustand Oberf lachen anderer fester Kunst- 
stof fmaterialien (11) nicht benetzt und Oberf lichen von 
Halbleitermaterialien (12) benetzt. 

25 4. Elektronisches Bauteil hach einem der Anspriiche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dafi 

die Kunststof fbeschichtung (10) im erweichten und/oder 
geschmolzenen Zustand gegenuber Halbleiteroberf l&chen 
(13) adhSsiv ist. 


30 


Elektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, ^ 
dadurch gekennzeichnet, d a £ 
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die .Kunststof f beschichtung (10) ein Polymer oder Co- 
Polymer aufweist- 

6. Elektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden An- 
5 spruche , 

dadurch gekennzeichnet , daS 

die Kunststof f beschichtung (10) einen Thermoplast auf- 
weist* 

.10 7. Elektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden An- 
spruche , 

dadurch gekennzeichnet , dafi 
PP- die Kunststof f beschichtung (10) Kolophonium, dispropor- 

tioniertes Kolophonium oder verestertes Kolophonium auf- 
15 weist. 

8. Elektronisches Bauteil nach einem der Anspruche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

die Kunststof f beschichtung (10) ein Phtalatharz, vor- 
20 zugsweise Dimethylglykolphthalat , aufweist, 

9. Elektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, 

dadurch gekennzeichnet, dafi 
25 die Kunststof fbesc hi chtung (10) Farbpigmente aufweist, 

■0- . . . 

10. Elektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden An- 
spruche , 

dadurch gekennzeichnet, dafi 
30 der Halblei.terchip (2) Silicium aufweist. 

11. Elektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, 
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dadurch gekennzeichnet , dafi 

der Halbleiterchip (2) eine Kristallorientierung <100> 
aufweist . 

5 12. Verfahren zur Herstellung eines elektronischen Bauteils 
mit einem Halbleiterchip (2) , wobei eine Ruckseite des 
Halbleiterchips und Randseitenbereiche (6) des Halblei- 
terchips (2) GehausesauSenseiten (7) bilden, und das 
Verfahren die Verf ahrensschritte aufweist: 
10 a) Aufbringen einer Kunststof f beschichtung (10) auf eine 

Rttckseite (5) eines Halbleiter-Waf ers (14) fur mehre- 
re Halbleiterchips (2) in einer Dicke im Mikrometer- 
bereich unmittelbar vor dem Trennen des Halbleiter- - 
Wafers (14) in einzelne Halbleiterchips (2) • 
15 b) Erweichen und/oder Schmelzen der Kunststof f beschich- 

tung (10) unter thermischer Behandlung der getrennten 
Halbleiterchips (2), 

c) Benetzen von Eck- (8) und Kantenbereichen (9) sowie 
der Randseitenbereiche (6) des Halbleiterchips (2) 

20 durch die Kunststof f beschichtung (10) von der Ruck- 

seite (5) des Halbleiterchips (2) aus, 

d) Fertigstellen des Halbleiterchips (2) zu einem ver- 
packten elektronischen Bauteil- (1) , . wobei die Ruck- 
seite (5) und die Randseitenbereiche (6) des Halblei- 

25 terchips (2) Aufienflachen eines Gehauses (15) bilden, 

13 . Verfahren nach Anepruch 12 , 

dadurch gekennzeichnet, dafi 

die Kunst st off beschichtung (10) auf die Ruckseite (5) 
30 des Haibleiter-Wafers (14) selektiv aufgebracht wird, 

. und mindestens die Positionen aller Trennfugen (16) fur 
die Halbleiterchips (2) in einer Breite auf der Rucksei- 
te (5) des Halbleiterchips (2) ilberdeckt werden, die 
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mindestens dem zweifachen der Breite der Trennfugen (16) 
entspricht. > 

14. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, 
.5 dadurch gekennzeichnet, daS 

das Aufbringen der Kunststof f beschichtung (10) auf den 
Halbleiter-Wafer (14) mittels einer Drucktechnik, vor- 
zugsweise mittels einer Siebdrucktechnik erf olgt . 

10 15. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, 

dadurch gekennzeichnet, dafi 

das Aufbringen der Kunststof f beschichtung (10) auf den 
^ Halbleiter-Wafer (14) mittels einer Spruhtechnik er- 

f olgt . 

15 

16. Verfahren nach Anspruch 15, 
dadurch gekennzeichnet, dafi 

das selektive Aufbringen der Kunststof f beschichtung (10) 
auf den <Halbleiter-Waf er (14) mittels Spruhtechnik durch 
20 eine Maske erf olgt . 

17. Verfahren nach Anspruch 12 oder Anspruch 13, 
dadurch gekennzeichnet, date. 

das Aufbringen der Kunststof fbeschichtung (10) auf den 
25 Halbleiter-Wafer (14) mittels Schleudertechnik erf olgt . 

18. Verfahren nach Anspruch 12 oder Anspruch 13, 
dadurch gekennzeichnet, dafi 

das A uf fcringen der Kunststof fbeschichtung (10) auf den 
30 Halbleiter-Wafer (14) mittels einer Tauchtechnik er- 

folgt. 
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19. Verfahren nach einem der Anspruche 12 bis 18, 
dadurch gekennzeichnet, dafi 

das Erweichen und/oder Schmelzen der Kunststof f beschich- 
tung (10) and das Benetzen. der Eck- (8) und Kantenberei- 
che (9) sowie der Rands eitenbe re iche (6) dea Halbleiteir- 
chips (2) gleichzeitig mit einem der thermischen Behand- 
lungsschritte bei der Verpackung dee Halbleiterchipe (2) 
erf olgt ; 
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Zusammenfasaung 


Elektronisches Bauteil mit einem Halbleiter-Chip und Verfah- 
ren zur Herstellung desselben 

. .5 

Die Erf inciung betrifft ein elektronisches Bauteil (1) mit ei- 
nem Halbleiterchip (2) , der eine aktive Oberseite (3) mit in- 
« tegrierten Schaltungen (4) und eine passive Riickseite (S) 
aufweist. Die Ruckseite (5) und die Randeeitenbereiche (6) 

10 des Halbleiterchips (2) bilden gleichzeitig die Gehauseaufien- 
eeiten {7) des elektronischen Bauteila (1) . Mindestens die 
Eckbereiche (a) und die Kantenbereiche (9) der Ruckseite (5) 
und die Randeeitenbereiche (6) des Halbleiterchips (2) weisen 
eine Kunststof f beschichtung (10) mit einer Dicke im Mikrome- 

15 terbereich auf . Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren 
zur Herstellung eines derartigen elektronischen Bauteila. 


[Figur 2] 


20 
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